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Schnelle Dioden-Modul
Fast Diode Module

DZ 180 S 25 K-K9

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Hochstzulassige Werte / Maximum rated values

Vorlaufige Daten
Preliminary data

Periodische Spitzensperrspannung Ty =-25°C... Tyjmax Vrrm 2500 | V
repetitive reverse voltage
StoRspitzensperrspannung Ty =+ 25°C...Tyjmax VRrsm 2600 | V
non-repetitive peak reverse voltage
Durchlaf3strom-Grenzeffektivwert lFrRMSM 450 | A
RMS on-state current
Dauergrenzstrom Tc=85°C Iravm 180 | A
average on-state current Tc=44°C 286 | A
StoRRstrom-Grenzwert T,;=25°C, t, = 10ms lesm 3600 | A
surge current Tyi = Tyjmax t, = 10ms 3200 | A
Grenzlastintegral T,;=25°C, t, = 10ms 12t 64800 | A%
I2t-value Tyi= Tyjmax tp = 10ms 51200 | As
Charakteristische Werte / Characteristic values
DurchlaRspannung Tyi = Tyjmax ie = S00A Ve max. 2,12 | V
forward voltage
Schleusenspannung Ty = Tyjmax Vo) 1,18 | V
threshold voltage
Ersatzwiderstand Ty = Tyjmax It 1,8 | mW
slope resistance
Spitzenwert der DurchlaRverzégerungsspannung IEC 747-2 VERMm 47 |V
peak value of forward recovery voltage Ty = Tyjmax dig/dt = 200A/ps, vg = OV
DurchlaRverzégerungszeit IEC 747-2, Methode / method I t 20 | ps
forward recovery time Ty = Tojmax: iem = dig/dt * i

dig/dt = 200A/ps, vg = OV
Sperrstrom Ty = Tiimax: VR = Vrrm iR max. 50 | mA
reverse current
Rickstromspitze IEC 747-2, Ty; = Tyjmax lrm 280 | A
peak reverse recovery current irm = 500A, -dig/dt = 200A/us

Vg » 0,5Vrgm, Vem = 0,8Vrgm
Sperrverzdgerungsladung IEC 747-2, Ty = Tyjmax Qr 540 | pAs
recovered charge iem = 500A, -dig/dt = 200A/us

Vg » 0,5Vrgm, Vem = 0,8Vrgm
Sperrverzdgerungszeit IEC 747-2, Ty; = Tyjmax e 3,3 | us
reverse recovery time irm = 500A, -dig/dt = 200A/us

Vg » 0,5Vrgm, Vem = 0,8Vrgm
Sanftheit IEC 747-2, Tyj = Tyjmax SR 0,003 | ps/A
softness iem = 500A, -dig/dt = 200A/us

Vg » 0,5Vrgm, Vrm = 0,8Vrgm
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Thermische Eigenschaften / Thermal properties Vorlaufige Daten
Preliminary data

Innerer Warmewiderstand pro Modul / per module, Q = 180°sin | Ryy;c max. 0,115 |°C/W
thermal resistance, junction to case pro Modul / per module, DC max. 0,110 |°C/W
Ubergangs-Warmewiderstand pro Modul / per module Rinck max. 0,040 |°C/W

thermal resistance, case to heatsink

Hochstzulassige Sperrschichttemperatur Tyi max 125 |°C
max. junction temperature

Betriebstemperatur Teop - 40..4125 |°C
operating temperature

Lagertemperatur Tag -40..+130 |°C
storage temperatu re

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehause, siehe Anlage Seite 3
case, see appendix page 3

Si-Elemente mit Druckkontakt
Si-pellets with pressure contact

Anzugsdrehmoment fir mechanische Befestigung Toleranz / tolerance +15% M1 5 |Nm
mounting torque

Anzugsdrehmoment fur elektrische Anschlisse Toleranz / tolerance +5% / -10% M2 12 |Nm
terminal connection torque

Gewicht G typ. 800 (g
weight

Schwingfestigkeit f = 50Hz 50 |m/s?

vibration resistance

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung
mit den zugehorigen Technischen Erlauterungen. / This technical Information specifies semiconductor devices but promises no characteristics.
It is valid in combination with the belonging technical notes.
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